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 디스플레이용 ICP 장비에서 Ar 플라즈마를 사용하여 플라즈마 시뮬레이션을 진행하였다. 안테나 코일의 회전수에 따른 

플라즈마 변수들을 비교하였다. 1-turn과 4-turn의 플라즈마 밀도, 온도, 전위차의 공간분포들을 비교한 결과 4-turn이 

균일도 측면에서 유리함을 확인 할 수 있었다.

1. 서론

디스플레이용 고성능 LCD와 OLED용 공정에서 ICP장비의 필요성이 증가되고 있다. 안테나 구조는 ICP 장비의 성능을 

결정하는데 있어 매우 중요한 요소이다. 공정 및 성능 최적화를 위해서 장비구성에 따른 플라즈마 특성을 측정하기 위해 

안테나 구조에 따른 플라즈마 시뮬레이션을 진행하였다.

2. 본론  

ICP 장비의 안테나 코일 회전수를 1회, 4회로 구성하여 각각을 Ar 가스에 대하여 시뮬레이션을 진행하였다. 유리 기판 

1cm 위에서 플라즈마의 전자 밀도, 이온 선속 그리고 전자온도의 균일도를 비교, 분석하였다.

Table 1. 공정변수 

Fig. 1. ICP 장비의 개략도

3. 결론

디스플레이 공정용 ICP 변수들의 균일도는 매우 중요하다. 본 논문에서 제안된 플라즈마 변수들을 1-turn과 4-turn에 대해 

비교해본 결과 4-turn 안테나가 1-turn에 비해 균일도가 우수한 것을 확인하였다. 공정 최적화를 위한 장비를 구성하는데 

있어 보다 유리한 조건을 얻을 수 있었다. 
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